
પ"રમાણ 'ા(ા CE )પરેખાંકન

કરંટ ગેઇન (Ai) અાઉટપુટ કરંટનાે ઇનપુટ કરંટ સાથેનાે ગુણાે1ર ઊચંાે (20-500)

ઇનપુટ રે3ઝ56 (Ri) ઇનપુટ પર કરંટ 4વાહનાે 7વરાેધ મ:મ (1-2 kΩ)

અાઉટપુટ રે3ઝ56 (Ro) અાઉટપુટ પર કરંટ 4વાહનાે 7વરાેધ ઊચંાે (40-50 kΩ)

Ai: 20-500Input Signal Ri: 1-2 kΩ CE Amplifier

Output Signal

Ro: 40-50 
kΩ

Heat Dissipation

Heat Sink Structure

Fins Base

Transistor Heat 
Sink

Ambient Air

9:ન 1(અ) [3 ગુણ]  
CE )પરેખાંકન માટે અે;લીફાયર પ"રમાણા ેAi, Ri અન ેRo સમAવાે.

જવાબ:

Common Emitter (CE) અે;લીફાયર પ@રમાણાે:

કાેEક: CE અે;લીફાયર પ"રમાણાે

અાકૃGત:

 

યાદવાJ: "CAR" - CE માં Current gain ઊચંાે, Average input resistance, અને Robust output resistance.

9:ન 1(બ) [4 ગુણ]  
હીટ LસM ક પર ટંૂકી નાOધ લખા.ે

જવાબ:

હીટ LસM ક: અેવું ઉપકરણ જ ેઇલેQRાેSનક ઘટકાેમાંથી ગરમી શાેષે છે અન ેGવખેરે છે

અાકૃGત:
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Increased Temperature

Increased Collector Current

More Power Dissipation

Thermal Stability Methods

Break This Cycle

હીટ LસM કના 9કારાે:

પેLસવ હીટ LસM ક: કુદરતી convection પર અાધાર રાખે છે

અેYQવ હીટ LસM ક: ફાેEF અેર convection માટે ફેન વાપરે છે

Zલ[\ડ-કૂ^ હીટ LસM ક: વધુ સારા heat transfer માટે 4વાહી વાપરે છે

મુ( કાયા_:

થમ`લ કabન: ઘટકાેમાંથી ગરમી દૂર ખIચે છે

થમ`લ કcવેbન: ગરમી અાસપાસની હવામા ંટJ ાKફર કરે છે

સરફેસ અે"રયા: પાંખાે વધુ સારા કૂLલM ગ માટે સપાટી NેOફળ વધારે છે

યાદવાJ: "CRAFT" - Cooling through Radiation And Fins for Transistors.

9:ન 1(ક) [7 ગુણ]  
થમ`લ રનઅવે અને થમ`લ 5ેdબZલટીનુ ંવણ`ન કરા.ે ટR ા[e5રમાં થમ`લ રન અવે કેવી રીતે દૂર કરી શકાય?

જવાબ:

થમ`લ રનઅવે: f-મજબૂત કરતી 9"gયા hાં વધતા તાપમાનને કારણે વધુ કરંટ 9વાહ થાય છે, જ ેઅાગળ તાપમાન વધારે છે

થમ`લ 5ેdબZલટી: તાપમાન ફેરફારા ેહાેવા છતાં ટR ા[e5ર સ"કj ટની klર કામગીરી Aળવવાની mમતા

અાકૃGત:

 

થમ`લ રનઅવે દૂર કરવાની પnGતઅા:ે

હીટ LસM ક: વધારાની ગરમીન ેશાેષ ેઅને 7વખેરે છે

નેગે"ટવ ફીડબેક: STરતા માટે અેUમટર રેVઝXર વાપરવાે

બાયસ 5ેdબલાઇઝેશન: વાેYેજ @ડવાઇડર બાયVસM ગ સ@ક] ટ

તાપમાન mGતપૂGતj : ડાયાેડ અથવા થUમ]XસFના ેઉપયાેગ કરવાે

મુ( મુoાઅાે:
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IC = ICBO(1+β) + βIB: કલે^ર કરંટ પરાધીનતા દશાFવે છે

ICBO બમણાે થાય છે: દર 10°C તાપમાન વધારા માટે

5ેdબZલટી ફેQર S: અાેછંુ S અેટલે વધુ સારી STરતા

યાદવાJ: "RENT" - Reduce heat with sinks, Emitter resistors stabilize, Negative feedback helps, Temperature 
compensation.

9:ન 1(ક) OR [7 ગુણ]  
બાયLસM ગ પnGતઅાેના 9કારા ેલખાે. વાેpેજ Gવભાજક બાયLસM ગ પnGતને Gવગતાેમાં સમAવાે.

જવાબ:

બાયLસM ગ પnGતઅાેના 9કારા:ે

@ફ_ બાયસ

કલે^ર-ટુ-બેઝ બાયસ

વાેYેજ @ડવાઇડર બાયસ

અેUમટર બાયસ

કલે^ર ફીડબેક બાયસ

વાેpેજ "ડવાઇડર બાયસ સ"કj ટ:

કાય`9ણાલી:

R1 અને R2: બેઝ વાેYેજ 4દાન કરતા વાેYેજ @ડવાઇડર બનાવે છે

RE: STરતા અન ેનેગે@ટવ ફીડબેક 4દાન કરે છે

5ેબલ બાયસ પાેઇr: તાપમાન અને β ફેરફારાેથી અાેછાે 4ભા7વત

    +Vcc
     |
     R1
     |
     +----+
     |    |
     R2   |
     |    |
     +    |
     |    |
GND -+--+-+--+- B
         |    |
         |    C
         |    |
         +----+
         |    E
         RE   |
         |    |
        GND  GND
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બાયLસM ગ મેથડ 5ેdબZલટી ફેQર 5ેdબZલટી લેવલ

@ફ_ બાયસ S = 1+β ખરાબ

કલે^ર-ટુ-બેઝ S = β/(1+β) બેહતર

વાેYેજ @ડવાઇડર S ≈ 1 ઉ1મ

ફાયદાઅાે:

ઉsમ klરતા: તાપમાન ફેરફારાેથી અાેછા ે4ભા7વત

β થી fતંt: બાયસ પાેઇa ટJ ાSbXર ગેઇનથી ખૂબ 4ભા7વત નથી

'ાપકપણે ઉપયાેગમા:ં અેcdીફાયર માટે સાૈથી સામાf બાયVસM ગ પg7ત

યાદવાJ: "DIVE" - Divider biasing Is Very Effective for stability.

9:ન 2(અ) [3 ગુણ]  
5ેdબZલટી પ"રબળનું લmણાે સમAવાે.

જવાબ:

5ેdબZલટી ફેQર (S): બાયLસM ગ સ"કj ટ તાપમાન ફેરફારાે સાથે klર કામગીરી કેટલી સારી રીતે Aળવે છે તેનું માપ

ગાuણGતક 'ા(ા:
S = ΔIC/ΔICBO (કલે^ર કરંટમાં ફેરફાર / @રવસF સેhુરેશન કરંટમાં ફેરફાર)

કાેEક: GવGવધ બાયસ સ"કj ટ્સ માટે 5ેdબZલટી ફેQસ`

મુ( લmણાે:

અાેછાે S મૂw: વધુ સારી STરતા દશાFવે છે (અાદશF S=1)

તાપમાન 9Gતરાેધ: તાપમાન ફેરફારાેથી રNણની માOા માપે છે

સ"કj ટ "ડઝાઇન ટૂલ: બાયVસM ગ પg7તઅાેની તુલના કરવામાં મદદ કરે છે

યાદવાJ: "SOS" - Stability Of circuit Shows in its S-factor.

9:ન 2(બ) [4 ગુણ]  
કાxેડyગની ડાયરેQ કzyગ ટેકSનકનું વણ`ન કરાે.

જવાબ:

ડાયરેQ કzyગ: કપZલM ગ કેપેLસટસ ̀Gવના 5ેજ Aેડવું, અેક 5ેજના કલેQરન ેસીધાે અાગલા 5ેજના બેઝ સાથે Aેડવાે

અાકૃGત:

      +Vcc                +Vcc
        |                   |
        |                   |
        Rc                  Rc
        |                   |
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Frequency 
Response

20Hz-500Hz
Gain rises

500Hz-20kHz
Flat gain

>20kHz
Gain falls

Low 
Frequency

Mid Frequency High Frequency Drop-off

મુ( લmણાે:

કાેઈ કપZલM ગ ઘટકા ેનહy: સીધાે ઇલેi^Jકલ કનેjન

પૂણ` |ી\6ી "ર}ાે6: સારી લાે-kીlKી પરફાેમFK

DC લેવલ LશY~M ગ: Xેજ વmે જnરી છે

અે�zકેશ6:

અાેપરેશનલ અે�zીફાયસ:̀ અાંત@રક Xેજ

DC અે�zીફાયસ`: oાં લાે-kીlKી @રpાેK મહqપૂણF છે

યાદવાJ: "DIRECT" - DC signals Immediately REach Connecting Transistors.

9:ન 2(ક) [7 ગુણ]  
બે તબ�ાનાં અાર સી કપ^ અે;લીફાયરના ેઅાવત`ન 9Gતભાવ સમAવાે.

જવાબ:

RC કપ^ અે�zીફાયર: અે;લી"ફકેશન 5ેજ વ�ે કપZલM ગ માટે રેLસ5ર-કેપેLસટર નેટવક̀ વાપરે છે

|ી\6ી "ર}ાે6 અાકૃGત:

 

કાેEક: |ી\6ી રીજન

  +-----+                   +-----+
  |     |                   |     |
  |     C       B           |     C  Output
  |     |-------+           |     |-------+
  |     |       |           |     |
Input   |       |           |     |
  +-----|B      |           |     |
        |       |           |     |
        |       E           |     E
        |       |           |     |
       GND     GND         GND   GND
       
       First Stage          Second Stage
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રીજન |ી\6ી રે� લmણાે મયા`"દત ઘટકાે

લાે 20Hz-500Hz kીlKી સાથે ગેઇન વધે છે કપLલM ગ કેપેVસટસF

Gમડ 500Hz-20kHz STર ગેઇન (મહ1મ) કાેઈ નહs

હાઇ >20kHz kીlKી સાથે ગેઇન ઘટે છે ટJ ાSbXર કેપેVસટK

Bandwidth

0.707×Amax

0.707×Amax

Frequency

Gain

f₁: Lower 
Cutoff Maximum Gain Region f₂: Upper 

Cutoff

બે-5ેજની અસર:

બેaGવડ્થ: VસM ગલ Xેજ કરતાં સાંકડી

ગેઇન: VસM ગલ Xેજના લગભગ વગF જટેલાે (A₁ × A₂)

ફેઝ Lશ~: લાે અને હાઇ kીlKી પર બમણી

યાદવાJ: "LMH" - Low frequencies by coupling caps, Mid frequencies flat, High frequencies by transistor 
caps.

9:ન 2(અ) OR [3 ગુણ]  
અે�zીફાયરની બેaGવડ્થ અને ગેઇન-બેaGવડ્થ ઉ�ાદનને સં�m�માં સમAવાે.

જવાબ:

બેaGવડ્થ (BW): |ી\6ીઅાેની રે� hા ંઅે�zીફાયર ગેઇન મહsમ ગેઇનના અાેછામા ંઅાેછા 70.7% છે

ગેઇન-બેaGવડ્થ 9ાેડQ (GBP): વાેpેજ ગેઇન અને બેaGવડ્થનાે ગુણાકાર, અાપેલા અે;લીફાયર માટે klર

અાકૃGત:

 

મુ( સૂtાે:

બેaGવડ્થ: BW = f₂ - f₁

ગેઇન-બેaGવડ્થ 9ાેડQ: GBP = A₀ × BW (STર)

યાદવાJ: "BAND" - Bandwidth And gain Never Drop together (અેક વધે tારે બીuે ઘટે).

9:ન 2(બ) OR [4 ગુણ]  
અે;લીફાયરના |ી\6ી "ર}ાે6 પર અેGમટર બાયપાસ કેપેLસટર અને કપZલM ગ કેપેLસટરની અસરા ેસમAવા.ે

જવાબ:
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કેપેLસટર કાય` |ી\6ી "ર}ાે6 પર અસર

કપZલM ગ કેપેLસટર (Cc) DC vલાેક કરે, AC પસાર કરે લાે-kીlKી @રpાેK મયાF@દત કરે

બાયપાસ કેપેLસટર (Ce) અેUમટર રેVઝXરને બાયપાસ કરે Uમડ અને હાઇ kીlKી પર ગેઇન વધારે

|ી\6ી "ર}ાે6 પર અસરા:ે

કાેEક: કેપેLસટર અસરાે

અાકૃGત:

મુ( અસરાે:

Ce વગર: અાેછાે ગેઇન, વધુ સારી STરતા, વધુ સારાે લાે-kીlKી @રpાેK

Cc વગર: DC કપLલM ગ, ઉ1મ લા-ેkીlKી @રpાેK

કેપેLસટર મૂwાે: કટઅાેફ kીlKીઅાે (f₁, f₂) નwી કરે છે

યાદવાJ: "CELL" - Coupling affects Extremely Low frequencies, bypass affects Low to high.

9:ન 2(ક) OR [7 ગુણ]  
ટR ા6ફાેમ`ર કપ^ અે;લીફાયર અને અારસી કપ^ અે;લીફાયરની સરખામણી કરાે

જવાબ:

કાેEક: ટR ા6ફાેમ`ર કપ^ vs RC કપ^ અે;લીફાયરની સરખામણી

    +Vcc
     |
     Rc
     |
     +-------+
     |       |
 Cc  |       |
 ||--+       C
 ||  |       |
Input  B     |
     |       |
     |       E
     |       |
     Re      |
     |       |
     +--||---+
     |   Ce
    GND
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લmણ ટR ા6ફાેમ`ર કપ^ RC કપ^

કપZલM ગ ઘટક ટJ ાKફાેમFર કેપેVસટર અને રેVઝXર

કાય`mમતા ઊચંી (90%) મ:મ (20-30%)

કદ અને વજન માેટંુ અને ભારે કાે;ે^ અને હલકંુ

ખચ` માIઘું સxતું

|ી\6ી "ર}ાે6 ખરાબ (મયાF@દત બેy7વડ્થ) સારાે (7વશાળ બેy7વડ્થ)

ઇ;ીડ6 મે�ચM ગ ઉ1મ ખરાબ

DC અાઇસાેલેશન સંપૂણF માO AC Vસ{|

"ડ5ાેશ`ન ઊચંું નીચું

Transformer Coupled

Transformer
Peaked Response
Narrow Bandwidth

RC 
Coupled

Resistor-
Capacitor

Flat Response
Wide Bandwidth

અાકૃGત:

 

અે�zકેશ6:

RC કપ^: અાે@ડયાે અે;લીફાયસF, જનરલ-પપFઝ અે;લીફાયસF

ટR ા6ફાેમ`ર કપ^: પાવર અે;લીફાયસF, રે@ડયાે ટJ ાKUમટસF

યાદવાJ: "TRIP" - Transformers are Robust for Impedance matching, Problematic for bandwidth.

9:ન 3(અ) [3 ગુણ]  
�ુન કરેલ અે;લીફાયર તરીકે ઉપયાેગમા ંલેવાતા ટR ા[e5રનું વણ`ન કરાે.

જવાબ:

�ુa અે;લીફાયર: અે;લીફાયર જ ેસાંકડા |ી\6ી બેaમાં Lસ��ને પસંદગીપૂવ`ક અે;Zલફાય કરે છે

અાકૃGત:

    +Vcc
     |
     |
     +---+
     |   |
     L   |
     |   |
 Cin |   |
 ||--+---+
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Direct Connection
No Coupling 
Components

Input Transistor 1 Transistor 2 Output

મુ( ઘટકાે:

LC ટOક સ"કj ટ: રેઝાેનa kીlKી નwી કરે છે

ટR ા[e5ર: અે;લી@ફકેશન પૂરંુ પાડે છે

રેઝાેનr |ી\6ી: f₀ = 1/(2π√LC)

અે�zકેશ6:

રે"ડયાે "રસીવસ`: ઇ}~ત kીlKી પસંદ કરે છે

TV �ુનસ:̀ ચેનલ પસંદગી

RF અે;લીફાયસ:̀ ક�ુ@નકેશન VસX�

યાદવાJ: "TUNE" - Transistors Using Narrowband Elements for frequency selection.

9:ન 3(બ) [4 ગુણ]  
ડાયરેQ કપ^ અે;લીફાયરન ેસં�m�માં સમAવાે.

જવાબ:

ડાયરેQ કપ^ અે;લીફાયર: મupપલ 5ેજ અે;લીફાયર hાં કપZલM ગ કેપેLસટસ` અથવા ટR ા6ફાેમ`સ` વગર 5ેજ સીધા Aેડાયેલા છે

અાકૃGત:

 

મુ( લmણાે:

DC અે;લી"ફકેશન: DC થી ઊચંી kીlKી સુધી અે;Lલફાય કરી શકે છે

કાેઈ કપZલM ગ ઘટકા ેનહy: કલે^ર અાગલા બેઝ સાથે સીધાે uેડાયેલાે

લેવલ LશY~M ગ: Xેજ વmે જnરી છે

થમ`લ "ડR~: સીધા DC કપLલM ગને કારણે પડકાર

અે�zકેશ6:

અાેપરેશનલ અે;લીફાયસ`: અાંત@રક Xેજ

 ||  |   |
Input  B |
     |   |
     |   C      Cout
     |   +------||----+ Output
     |   |             |
     |   E             |
     |   |             |
     |  Re             |
     |   |             |
    GND GND           GND
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DC અે;લીફાયસ`: લેબાેરેટરી ઇ��મેa્સ

સે�6M ગ સ"કj ટ્સ: તાપમાન અને દબાણ સેKસF

યાદવાJ: "DCAP" - Direct Coupled Amplifier Passes all frequencies including DC.

9:ન 3(ક) [7 ગુણ]  
બે પાેટ̀ નેટવક̀મા ંh પ"રમાણાેનુ ંમહ� વણ`વા.ે CE અે;લીફાયર માટે h-પેરામીટસ ̀સ"કj ટ દાેરાે.

જવાબ:

h-પેરામીટસ` (હાઇd�ડ પેરામીટસ)̀: ચાર પેરામીટસ`ના ેસેટ જ ેબે-પાેટ̀ નેટવક̀નું વત`ન 'ા(ા�યત કરે છે

મહ�:

સંપૂણ` ચ"રtીકરણ: અે;લીફાયર વતFનને સંપૂણF રીતે વણFવે છે

સરળ માપન: સરળ ST7તઅાે હેઠળ માપી શકાય છે

Gવ:લેષણ ટૂલ: સ@ક] ટ 7વ�લેષણને સરળ બનાવે છે

માનકીકૃત અdભગમ: ટJ ાSbXસFની તુલના માટે સાવF7Oક પg7ત

h-પેરામીટર સમીકરણાે:

V₁ = h₁₁I₁ + h₁₂V₂

I₂ = h₂₁I₁ + h₂₂V₂

CE અે;લીફાયર માટે h-પેરામીટર સ"કj ટ:

કાેEક: CE કાે��ગરેશન માટે h-પેરામીટસ`

                     +
                     |
                    Ic
               +-----+-----+
               |     |     |
         +     |     |     |
        Ii     |    hoe    |
     +-->--+   |     |     |
     |     |   |     |     |    +
  +  |    hie  |    hfe·Ii |   Vo
 Vi  |     |   |     |     |    -
  -  |     |   |     |     |
     +--+--+   |     |     |
        |      |     |     |
        +<-----+     |     |
        hre·Vo       |     |
               |     |     |
               +-----+-----+
                     |
                     +
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પેરામીટર Lસ�ાેલ સામા� મૂw ભાૈGતક અથ`

ઇનપુટ ઇ;ીડ6 h₁₁ (hie) 1-2 kΩ અાઉટપુટ શાેટF  સાથે ઇનપુટ રેVઝXK

"રવસ` વાેpેજ ટR ા6ફર h₁₂ (hre) 1-4 × 10⁻⁴ @રવસF ફીડબેક રેVશયાે

ફાેરવડ̀ કરંટ ટR ા6ફર h₂₁ (hfe) 20-500 કરંટ ગેઇન (β)

અાઉટપુટ અેડGમટ6 h₂₂ (hoe) 20-50 μS અાઉટપુટ કy^K

લmણ ટR ા6ફાેમ`ર કપ^ ડાયરેQ કપ^

કપZલM ગ ઘટક ટJ ાKફાેમFર કાેઈ નહs (સીધું કનેjન)

|ી\6ી "ર}ાે6 લાે kીlKી પર મયાF@દત ઉ1મ (DC થી ઊચંી kીlKી)

DC અાઇસાેલેશન સંપૂણF કાેઈ નહs

કદ માેટંુ કાે;ે^

ખચ` ઊચંાે @ન�

DC Lશ~ સમ�ા ના હા

યાદવાJ: "HIRE" - h-parameters Include Resistance and current gain Effectively.

9:ન 3(અ) OR [3 ગુણ]  
ટR ા6ફાેમ`ર કપ^ અે;લીફાયર અને ડાયરેQ કપ^ અે;લીફાયરની સરખામણી કરાે.

જવાબ:

કાેEક: ટR ા6ફાેમ`ર અન ેડાયરેQ કપ^ અે;લીફાયર વ�ે સરખામણી

અાકૃGત:
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Direct Coupled

Direct 
Connection

Transistor 1

Transistor 2

Transformer Coupled

Transistor 1

Transformer

Transistor 2

 

યાદવાJ: "TDC" - Transformers provide DC isolation, Direct provides Complete frequency range.

9:ન 3(બ) OR [4 ગુણ]  
કાેમન અેGમટર અે;લીફાયરનું સ"કj ટ ડાયા�ામ દાેરા ેઅન ેસમAવાે.

જવાબ:

કાેમન અેGમટર અે;લીફાયર: અેવી કાે��ગરેશન hાં અેGમટર ઇનપુટ અને અાઉટપુટ બંન ેસ"કj ટ્સ માટે કાેમન છે

સ"કj ટ ડાયા�ામ:

                 +Vcc
                  |
                  |
                  Rc
                  |
                  +--------+ Output
                  |        |
             +----+        |
             |    |        |
     Input   |    C        |
     +-------|B   |        |
     |       |    |        |
     |       |    E        |
     |       |    |        |
     |       |    +        |
     |       |    |        |
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કાય`9ણાલી:

ઇનપુટ: બેઝ અને અેUમટર વmે લાગુ કરવામાં અાવે છે

અાઉટપુટ: કલે^ર અને અેUમટરથી લેવામાં અાવે છે

ફેઝ Lશ~: ઇનપુટ અને અાઉટપુટ વmે 180°

ગેઇન: ઊચંા ેવાેYેજ અને કરંટ ગેઇન

મુ( લmણાે:

ઊચંાે ગેઇન: સામાf વાેYેજ ગેઇન 300-1000

મ�મ ઇનપુટ ઇ;ીડ6: 1-2 kΩ

ઊચંાે અાઉટપુટ ઇ;ીડ6: 40-50 kΩ

Lસ�લ ઇcવઝ̀ન: અાઉટપુટ ઇ�વટ�ડ છે

યાદવાJ: "CEA" - Common Emitter Amplifies with signal inversion.

9:ન 3(ક) OR [7 ગુણ]  
ટR ા[e5ર ટુ પાેટ̀ નેટવક̀ દાેરાે અને તેના માટે h-પેરામીટસ`નું વણ`ન કરા.ે હાઇd�ડ પ"રમાણાેના ફાયદા લખાે.

જવાબ:

ટR ા[e5ર ટુ-પાેટ̀ નેટવક̀:

h-પેરામીટર સમીકરણાે:

V₁ = h₁₁I₁ + h₁₂V₂

I₂ = h₂₁I₁ + h₂₂V₂

કાેEક: h-પેરામીટસ` વણ`ન

     |       |   Re        |
     |       |    |        |
    GND     GND  GND      GND

        I1             I2
        -->            -->
    +-------+      +-------+
    |       |      |       |
    |       |      |       |
  + |       |      |       | +
 V1 |  Two  |      |  Port | V2
  - |       |      |       | -
    |       |      |       |
    |       |      |       |
    +-------+      +-------+

ઇલે$%ો'નક સ+કટ્સ એ/ એ01કેશ3 (4321103) - 4વ6ર 2024 સો89શન by Milav Dabgar

No. 13 / 25



પેરામીટર Lસ�ાેલ વણ`ન માપન klGત

ઇનપુટ ઇ;ીડ6 h₁₁ V₁/I₁ નાે ગુણાે1ર V₂ = 0 (અાઉટપુટ શાેટF )

"રવસ` વાેpેજ ટR ા6ફર h₁₂ V₁/V₂ નાે ગુણાે1ર I₁ = 0 (ઇનપુટ અાેપન)

ફાેરવડ̀ કરંટ ટR ા6ફર h₂₁ I₂/I₁ નાે ગુણાે1ર V₂ = 0 (અાઉટપુટ શાેટF )

અાઉટપુટ અેડGમટ6 h₂₂ I₂/V₂ નાે ગુણાે1ર I₁ = 0 (ઇનપુટ અાેપન)

હાઇd�ડ પેરામીટસ`ના ફાયદા:

સરળ માપન: દરેક પેરામીટર માટે સરળ શરતાે

સાવ`Gtકતા: બધા ટJ ાSbXર કાે��ગરેશન માટે કામ કરે છે

સંપૂણ` ચ"રtીકરણ: વતFનનું સંપૂણF વણFન કરે છે

ગાuણGતક સરળતા: લી@નયર સમીકરણાે

માનકીકૃત: pેVસ@ફકેશન માટે ઉ�ાેગ માનક

યાદવાJ: "HAEM" - Hybrid parameters Are Easily Measured and mathematically simple.

9:ન 4(અ) [3 ગુણ]  
ડાZલ� �ટન Aેડી અને તેની અે�zકેશનાે સમAવા.ે

જવાબ:

ડાZલ� �ટન પેર: બે ટR ા[e5સ`ની કાે��ગરેશન hા ંપહેલાનાે અેGમટર બીAના બેઝ સાથે Aેડાયેલાે છે

અાકૃGત:

           +Vcc
            |
            |
            Rc
            |
            +------ Output
            |
            |
     +------+
     |      |
     |      C2
     |      |
Input|      |
+----+B1    |
     |      |
     |  E1  |
     |  |   |
     |  +B2 |
     |      |
     |      E2
     |      |
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મુ( લmણાે:

ખૂબ ઊચંાે કરંટ ગેઇન: β₁ × β₂ (સામાf 1000-30000)

ઊચંાે ઇનપુટ ઇ;ીડ6: β₂ × Rin₁

Sન� અાઉટપુટ ઇ;ીડ6: VસM ગલ ટJ ાSbXર જવેું

અે�zકેશ6:

પાવર અે;લીફાયસ:̀ અાે@ડયાે ઇSlપમેa

બફર સ"કj ટ્સ: ઊચંા ઇ;ીડKથી @ન� ઇ;ીડK

માેટર ડR ાઇવસ`: ઊચંા-કરંટ લાેડ્સ કંટJ ાેલ

ટચ સે6સ`: ઊચંી સંવેદનશીલતા અે�dકેશK

યાદવાJ: "DISH" - Darlington Integrates Stages for High current gain.

9:ન 4(બ) [4 ગુણ]  
જ)રી ડાયા�ામ સાથ ેડાયાેડ �ે;ર સ"કj ટનુ ંવણ`ન કરાે.

જવાબ:

�ે;ર સ"કj ટ: વેવફાેમ`ના અાકારન ેબદwા વગર તેના DC લેવલને Lશ~ કરે છે

અાકૃGત:

કાય`9ણાલી:

પાે3ઝ"ટવ �ે;ર: વેવફાેમFને નીચે Vશ� કરે છે

નેગે"ટવ �ે;ર: વેવફાેમFને ઉપર Vશ� કરે છે

કેપેLસટર: DC vલાેક કરે, AC પસાર કરે

ડાયાેડ: અેક હાફ-સાયકલ દરUમયાન કy^ કરે છે

રે3ઝ5ર: કેપેVસટર માટે @ડ�ાજF પાથ

ટાઇમ કાે�r્સ:

ચા�જ� ગ: ખૂબ નાનું (ડાયાેડ ફાેરવડF  રેVઝXK × C)

"ડ�ા�જ� ગ: Vસ{લ પી@રયડની સરખામણીમા ંમાેટંુ (R × C)

    GND    GND

           C1
Input +----||----+----+ Output
                 |    |
                 |    |
                 R    D
                 |    |
                 |    |
                GND  GND
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OLED Structure

Cathode
Metal Layer

Emissive Layer
Organic 
Material

Hole Transport Layer
Organic Material

Anode
Transparent ITO

Substrate
Glass or 
Plastic

9કાર માળખું મુ( લmણ

PMOLED પેVસવ મે@ટJ� સરળ @ડઝાઇન, અાેછી @કM મત

AMOLED અેi^વ મે@ટJ� વધુ સારા @રkેશ રેટ્સ, ઊચંી રેઝાે�ુશન

TOLED ટJ ાKપેરa બંધ અથવા ચાલુ હાેય tારે પારદશFક

FOLED �લે��બલ વાળી શકાય કે રાેલ કરી શકાય

અે�zકેશ6:

TV Lસ�લ 9ાેસેLસM ગ: DC ઘટક પુનઃTાUપત કરે છે

પ� સ"કj ટ્સ: લેવલ Vશi�M ગ

Lસ�લ 9ાેસેLસM ગ: DC પુનઃTાપના

યાદવાJ: "CLAMP" - Circuit Levels Are Modified Precisely.

9:ન 4(ક) [7 ગુણ]  
OLED નાં બાંધકામ, કાય` અને અે�zકેશન સમAવા.ે

જવાબ:

OLED (અાેગ_Sનક લાઇટ અેGમ"ટM ગ ડાયાેડ): અાેગ_Sનક કંપાઉa્સનાે ઉપયાેગ કરતું 9કાશ-ઉ�જક̀ ઉપકરણ

બાંધકામ:

 

કાય` Lસnાંત:

ઇલેQRાેન ઇ�ેbન: કેથાેડ ઇલે^JાેK ઇ�ે^ કરે છે

હાેલ ઇ�ેbન: અેનાેડ હાે| ઇ�ે^ કરે છે

રીકાે �નેશન: ઇલે^JાેK અને હાે| અેUમVસવ લેયરમાં uેડાય છે

9કાશ ઉ�જન̀: ઊuF ફાેટાેK તરીકે મુ� થાય છે

રંગ Sનયંtણ: 7વ�ભ� અાેગ�@નક સામ�ી 7વ�ભ� રંગા ેઉ��જ]ત કરે છે

કાેEક: OLED 9કારાે

અે�zકેશ6:

"ડ¡zે: �ાટFફાેK, ટીવી, �ાટFવાેચ

લાઇ"ટM ગ: પાતળા, કાયFNમ લાઇ@ટMગ પેન|

સાઇનેજ: ઊચંા-કાેaJાX @ડ�જટલ સાઇK
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વેરેબલ ટે¢ાેલાે£: �લે��બલ @ડxdે

યાદવાJ: "OLED" - Organic Layers Emit Directly when electrically stimulated.

9:ન 4(અ) OR [3 ગુણ]  
LDR પર ટંૂકી નાOધ સમAવા.ે

જવાબ:

LDR (લાઇટ "ડપેar રે3ઝ5ર): ફાેટાેરે3ઝ5ર જનેાે રે3ઝ56 વધતી 9કાશ તી¤તા સાથે ઘટે છે

Lસ�ાેલ અને માળખું:

મુ( લmણાે:

સામ�ી: સામાf રીતે કેડUમયમ સ�ાઇડ (CdS)

અંધકાર રે3ઝ56: ઊચંાે (MΩ રે�)

9કાશ રે3ઝ56: @ન� (kΩ રે�)

"ર}ાે6 ટાઇમ: UમLલસેકyથી સેકy્સ

અે�zકેશ6:

લાઇટ સે6સ:̀ અાેટાેમે@ટક લાઇ@ટMગ કંટJ ાેલ

કેમેરા અે¥પાેઝર કંટR ાેલ: લાઇટ મીટ@રMગ

5Rીટ લાઇટ કંટR ાેલ: સૂયા�દય-થી-સૂયાFxત સ@�યતા

અલામ` Lસ5¦: લાઇટ બીમ @ડટેjન

યાદવાJ: "LORD" - Light Oppositely Reduces the Device's resistance.

9:ન 4(બ) OR [4 ગુણ]  
જ)રી ડાયા�ામ સાથ ેડાયાેડ §�પર સ"કj ટનુ ંવણ`ન કરાે.

    ┌─────┐
    │     │
────┤ /'\ ├────
    │     │
    └─────┘
     Symbol
     
      Light
       ↓↓↓
    ┌───────┐
    │┌─────┐│
────┤│CdS  ││────
    │└─────┘│
    └───────┘
     Structure
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જવાબ:

§�પર સ"કj ટ: ઇનપુટ Lસ�લનાે અેવાે ભાગ દૂર કરે છે (§�પ) જ ેચાે�સ વાેpેજ લેવલથી વધી Aય

અાકૃGત (પાે3ઝ"ટવ §�પર):

§�પસ`ના 9કારા:ે

પાે3ઝ"ટવ §�પર: પાેVઝ@ટવ પી� દૂર કરે છે

નેગે"ટવ §�પર: નેગે@ટવ પી� દૂર કરે છે

બાય¨ §�પર: નાેન-ઝીરાે રેફરK પર ��પ કરે છે

કાે �નેશન §�પર: બંને પી� ��પ કરે છે

કાય`9ણાલી:

ડાયાેડ ON: oારે Vસ{લ રેફરK વાેYેજથી વધે છે

ડાયાેડ OFF: oારે Vસ{લ રેફરK વાેYેજથી નીચે છે

§�SપM ગ લેવલ: રેફરK વાેYેજ �ારા @નધાF@રત

અે�zકેશ6:

વેવ શેSપM ગ: �ેર વે સ બનાવવા

સ"કj ટ 9ાેટેbન: વાેYેજ LલUમ@ટMગ

નાેઇઝ "રમૂવલ: ઇ;| નાેઇઝ મયાF@દત કરવું

યાદવાJ: "CLIP" - Circuit Limits Input Peaks using diodes.

9:ન 4(ક) OR [7 ગુણ]  
હાફ વેવ અને ફુલ વેવ વાેpેજ ડબલર સમAવા.ે

જવાબ:

વાેpેજ ડબલર: સ"કj ટ જ ેDC અાઉટપુટ વાેpેજ અાશરે ઇનપુટ વાેpેજના પીક કરતાં બમણું ઉ�© કરે છે

હાફ-વેવ વાેpેજ ડબલર:

                R     D
Input +-----+---www---+---+--+ Output
            |         |   |
            |         |   |
            |         +   -
            |         |   |
            |         |   |
            |         V   |
            |         |   |
            +---------+---+

               D1
            +---->|---+
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લmણ હાફ-વેવ ફુલ-વેવ

"રપલ ઊચંાે @ન�

કાય`mમતા @ન� ઊચંી

"ર}ાે6 ટાઇમ ધીમાે ઝડપી

ઘટકાે 2 ડાયાેડ, 2 કેપેVસટસF 2 ડાયાેડ, 2 કેપેVસટસF

રે�યુલેશન ખરાબ વધુ સારંુ

ફુલ-વેવ વાેpેજ ડબલર:

કાેEક: સરખામણી

કાય`9ણાલી:

હાફ-વેવ: દરેક કેપેVસટરને વૈક¡¢ક હાફ-સાયકલ પર ચાજF કરે છે

ફુલ-વેવ: દરેક સાયકલ પર બંને કેપેVસટસF ચાજF કરે છે

            |         |
            |         |
AC Input    |         | C1    + 2Vpeak
    +-------+         +-------+  Output
    |       |         |       |
    |       +---->|---+       |
    |          D2    |        |
    |               C2        |
    |                |        |
    +----------------+--------+
                     |
                    GND

               D1
            +---->|---+
            |         |
            |         |
AC Input    |         | C1    + 2Vpeak
    +-------+         +-------+  Output
    |       |         |       |
    |       |         |       |
    |       |    C2   |       |
    |       |    |    |       |
    |       +----|<---+       |
    |          D2             |
    |                |        |
    +----------------+--------+
                     |
                    GND
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અાઉટપુટ: બંને કેપેVસટસF પરના વાેYેજનાે સરવાળાે

અે�zકેશ6:

પાવર સzાય: અાેછા-કરંટ ઊચંા-વાેYેજ જn@રયાતાે

કેxેડ કનેbન: વાેYેજ મ£Y�dકેશન માટે

ઇલેQRાેSનક ªલેશ: કેમેરા ઇSlપમેa

CRT "ડ¡z:ે ઊચંા વાેYેજ જનરેશન

યાદવાJ: "DOUBLE" - Diodes Organize Unidirectional Boost, Lifting Electricity to twice input.

9:ન 5(અ) [3 ગુણ]  
IC નાે ઉપયાેગ કરીને +5 v પાવર સzાય માટે સ"કj ટ ડાયા�ામ દાેરાે.

જવાબ:

7805 વાેpેજ રે�યુલેટર IC વાપરીને +5V પાવર સzાય:

મુ( ઘટકાે:

7805 IC: ¤ી-ટUમ] નલ @ફ_ વાેYેજ રે¥યુલેટર

ઇનપુટ કેપેLસટર (C1): ઇનપુટ @રપલ @ફYર કરે છે

અાઉટપુટ કેપેLસટર (C2): ટJ ાSbયa @રpાેK સુધારે છે

d�જ રેYQફાયર: AC ને પ|ે@ટMગ DC માં nપાંતર કરે છે

યાદવાJ: "FIVE" - Fixed IC Voltage Efficiently provided.

9:ન 5(બ) [4 ગુણ]  
પાવર સzાયના સંદભ`માં લાેડ રે�યુલેશન અને લાઇન રે�યુલેશનની ચચા` કરાે.

જવાબ:

   AC Input    Bridge     7805
    +--+       Rect.    +-----+
       |     +------+   |     |
       +-----+      +---+ IN  |
       |     |      |   |     |   +5V
       |     +------+   |     +---+--- Output
       +--+--+          | OUT |   |
          |             |     |   |
         GND            +--+--+   |
                           |      |
                          GND    GND
                           
                  C1 |     C2 |
                 === |    === |
                  |  |     |  |
                 GND       GND
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Power Supply

Line Regulation
(Input Voltage Changes)

Load Regulation
(Output Current Changes)

Constant Output
Voltage

લાેડ રે�યુલેશન: લાેડ કરંટ ફેરફારાે હાેવા છતાં પાવર સzાયની klર અાઉટપુટ વાેpેજ Aળવવાની mમતા

લાઇન રે�યુલેશન: ઇનપુટ વાેpેજ ફેરફારાે હાેવા છતા ંપાવર સzાયની klર અાઉટપુટ વાેpેજ Aળવવાની mમતા

અાકૃGત:

 

સૂtાે:

લાેડ રે�યુલેશન: (V₁ - V₂)/V₂ × 100%

V₁ = નાે-લાેડ વાેYેજ

V₂ = ફુલ-લાેડ વાેYેજ

લાઇન રે�યુલેશન: (V₁ - V₂)/V₂ × 100%

V₁ = મહ1મ ઇનપુટ પર અાઉટપુટ વાેYેજ

V₂ = લઘુ1મ ઇનપુટ પર અાઉટપુટ વાેYેજ

મુ( મુoાઅાે:

Sન� ટકાવારી: વધુ સારી રે¥યુલેશન

ફીડબેક સ"કj ટ: રે¥યુલેશન પરફાેમFK સુધારે છે

IC રે�યુલેટસ`: સામાf રીતે સારી રે¥યુલેશન અાેફર કરે છે (0.01-0.1%)

યાદવાJ: "LINE LOAD" - Line Is Normal-input Efficiency, LOAD is Output Adjustment Defense.

9:ન 5(ક) [7 ગુણ]  
સ"કj ટ ડાયા�ામ સાથ ેLM317 નાે ઉપયાેગ કરીને અેડજ5ેબલ વાેpેજ રે�યુલેટર સમAવાે.

જવાબ:

LM317 અેડજ5ેબલ વાેpેજ રે�યુલેટર: «ી-ટGમj નલ "ડવાઇસ જ ેચલ રે�યુલેટેડ અાઉટપુટ વાેpેજ 9દાન કરે છે

સ"કj ટ ડાયા�ામ:

               LM317
              +------+
              |      |
   Input -----+ IN   |
              |      |    R1
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કાય`9ણાલી:

રેફર6 વાેpેજ: OUT અને ADJ ટUમ] ન| વm ે1.25V

અાઉટપુટ વાેpેજ: VOUT = 1.25V × (1 + R2/R1)

અેડજ5મેr રે�: 1.25V થી 37V

મહsમ કરંટ: 1.5A (યાે¥ય હીટ VસM ક સાથે)

ઘટક પસંદગી:

R1: સામાf રીતે 240Ω

R2: અાઉટપુટ અેડજX કરવા માટે વે@રયેબલ રેVઝXર

C1: STરતા માટે અાઉટપુટ કેપેVસટર (1-10μF)

મુ( લmણાે:

કરંટ ZલGમ"ટM ગ: ¦બY-ઇન 4ાેટેjન

થમ`લ શટડાઉન: અ7તશય ગરમી સામ ેરNણ

સેફ અે"રયા 9ાેટેbન: અાઉટપુટ ટJ ાSbXસF માટે

"રપલ "રજbેન: સામાf રીતે 80dB

યાદવાJ: "VARY" - Voltage Adjustable Regulator Yields custom outputs.

9:ન 5(અ) OR [3 ગુણ]  
IC નાે ઉપયાેગ કરીને -15 v પાવર સzાય માટે સ"કj ટ ડાયા�ામ દાેરાે.

જવાબ:

7915 વાેpેજ રે�યુલેટર IC વાપરીને -15V પાવર સzાય:

              | ADJ  +----www----+
              |      |           |
              | OUT  |           |
              +--+---+           |
                 |               |
                 +-------www-----+
                 |       R2      |
                 |               |
                 +      C1       +------ Output
                 |      ===      |
                 |       |       |
                GND     GND     GND

   AC Input    Bridge     7915
    +--+       Rect.    +-----+
       |     +------+   |     |
       +-----+      +---+ IN  |
       |     |      |   |     |   -15V
       |     +------+   |     +---+--- Output
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Normal 
Operation

During Power 
Failure

AC 
Input Rectifier Charger Battery Inverter

Switch Output

મુ( ઘટકાે:

7915 IC: ¤ી-ટUમ] નલ નેગે@ટવ વાેYેજ રે¥યુલેટર

ઇનપુટ કેપેLસટર (C1): ઇનપુટ @રપલ @ફYર કરે છે

અાઉટપુટ કેપેLસટર (C2): ટJ ાSbયa @રpાેK સુધારે છે

d�જ રેYQફાયર: AC ને પ|ે@ટMગ DC માં nપાંતર કરે છે

યાદવાJ: "NINE" - Negative IC Needs Efficient filtering.

9:ન 5(બ) OR [4 ગુણ]  
યુપીઅેસની કામગીરી સમAવાે.

જવાબ:

UPS (અનઇrર�¬બલ પાવર સzાય): "ડવાઇસ જ ેમુ( પાવર ફેઇલ થાય ­ારે ઇમરજ6ી પાવર 9દાન કરે છે

®લાેક ડાયા�ામ:

 

UPS ના 9કારા:ે

અાેફલાઇન/5ેaબાય UPS: પાવર ફેઇલ થાય tારે બેટરી પર §¨ચ કરે છે

લાઇન-ઇrરઅેYQવ UPS: વાેYેજ રે¥યુલેશન ધરાવ ેછે

અાેનલાઇન/ડબલ-કcવઝ̀ન UPS: હંમેશા બેટરી પાવર વાપરે છે

મુ( ઘટકાે:

રેYQફાયર: AC ને DC માં nપાંતર કરે છે

બેટરી: ઊuF સં�હ કરે છે

ઇcવટ̀ર: DC ને પાછંુ AC માં nપાંતર કરે છે

કંટR ાેલ સ"કj ટ: પાવર માે@નટર કરે છે અને ©ાેત §¨ચ કરે છે

અે�zકેશ6:

ક�¯ુટસ:̀ ડેટા નુકસાન અટકાવ ેછે

       +--+--+          | OUT |   |
          |             |     |   |
         GND            +--+--+   |
                           |      |
                          GND    GND
                           
                  C1 |     C2 |
                 === |    === |
                  |  |     |  |
                 GND       GND
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AC 
Input

EMI 
Filter

Rectifier & Filter Chopper/Switching 
Circuit

High Frequency 
Transformer

Output Rectifier & 
Filter

DC Output

Feedback & 
Control

મે"ડકલ ઇ[\પમેr: @�@ટકલ અાેપરેશK

ઇa°5Rયલ કંટR ાે�: ખચાFળ અવરાેધ અટકાવ ેછે

ટેZલકાે±ુSનકેશ6: કનેjK uળવે છે

યાદવાJ: "UPBEAT" - Uninterruptible Power Backup Ensures Available Technology.

9:ન 5(ક) OR [7 ગુણ]  
SMPS ®લાેક ડાયા�ામ તેના ફાયદા અને ગેરફાયદા સાથે દાેરાે અને સમAવાે.

જવાબ:

SMPS (²fચ માેડ પાવર સzાય): કાય`mમતા માટે ²f�ચM ગ રે�યુલેશનના ેઉપયાેગ કરતાે પાવર સzાય

®લાેક ડાયા�ામ:

 

કાય`9ણાલી:

EMI "ફpર: ઇલે^Jાેમે{ે@ટક ઇaરફેરK ઘટાડે છે

રેYQફાયર: AC ને અનરે¥યુલેટેડ DC માં nપાંતર કરે છે

²f�ચM ગ સ"કj ટ: DC ને ઊચંી kીlKી પર ચાેપ કરે છે (20-100 kHz)

ટR ા6ફાેમ`ર: અાઇસાેલેશન અને વાેYેજ nપાંતર 4દાન કરે છે

અાઉટપુટ 5ેજ: �ીન DC માટે રેi^ફાય અને @ફYર કરે છે

ફીડબેક લૂપ: રે¥યુલેશન માટે §¨�ચM ગ @નયં7Oત કરે છે

ફાયદા:

ઊચંી કાય`mમતા: 70-90% (vs. 30-60% Lલ@નયર સdાય)

નાનું કદ: ઊચંી અાેપરે@ટMગ kીlKીન ેકારણે નાના ઘટકાે

હલકંુ વજન: નાના ટJ ાKફાેમFર અન ેહીટ VસM�

Gવશાળ ઇનપુટ રે�: 7વ7વધ ઇનપુટ વાેYેજ પર કામ કરી શકે છે

અાેછી ગરમી ઉ�ાદન: અાેછી ઊuF ગરમી તરીકે બરબાદ થાય છે

ગેરફાયદા:

જ"ટલ "ડઝાઇન: વધુ સુધારેલ સ@ક] ટરી

EMI જનરેશન: §¨�ચM ગ ઇaરફેરK પેદા કરે છે

ઊચંી "કM મત: લાે-પાવર અે�dકેશK માટે

નાેઇઝ: Lલ@નયર સdાય કરતા ંઊચંાે અાઉટપુટ નાેઇઝ

ધીમાે "ર}ાે6: અચાનક લાેડ ફેરફારા ેસામે

અે�zકેશ6:
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ક�¯ુટસ:̀ ડેªટાેપ અને લેપટાેપ પાવર સdાય

ટીવી અને માેSનટસ`: કાે;ે^ પાવર ©ાેત

માેબાઇલ ચાજસ̀`: નાના, કાયFNમ અેડે«સF

ઇa°5Rયલ પાવર: ઊચંી-કાયFNમતા જn@રયાતાે

યાદવાJ: "SWITCH" - Smaller Weight, Improved Thermal efficiency, Complex Hardware.
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